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УДК 084.2:681.335.7

С Т А Н Д А Р Т С Э В СТ  С Э В  505— 77

С О В Е Т
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й
В З А И М О П О М О Щ И

МИКРОСХЕМЫ 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ 

СЕРИИ ТТЛ ТИПОВ 
К155ЛА2, К155ЛАЗ, К155ТМ2

Группа Э23

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на интег­
ральные цифровые микросхемы серии ТТЛ типов К155ЛА2, 
К155ЛАЗ, К155ТМ2, предназначенные для работы в радио­
электронной аппаратуре широкого применения.

Настоящий стандарт устанавливает конкретные техни­
ческие требования, правила приемки и методы испытаний 
интегральных микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ, 
К155ТМ2.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Термины и определения понятий даны в соответствии 
с п. 1.1 СТ СЭВ 299—76 и СТ СЭВ

1.2. Типы микросхем и их функциональное назначение 
приведены в табл. 1.

Таблица 1

Тип микросхем Функцнонатьное 
назн^ чеиие

Степень
ишеграции

Электрическая 
схема (см. 

информацион­
ное приложе­

ние)

К1с5ЛА2 Логический элемент 
8И-НЕ

2

К155ЛАЗ Четыре логических эле­
мента 2И-НЕ ИС2 3

К155ТМ2 Два триггера 
Д

4

* См. информационное приложение 1.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации 
Улан-Батор, июнь 1977 г.

проектирование домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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1.3. У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  микросхем при заказе 
должно состоять из слова «микросхема», типа микросхемы 
и обозначения настоящего стандарта:

Микросхема К155ЛА2 СТ СЭВ 505—77

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.1.1. Размеры микросхемы должны соответствовать 

СТ СЭВ . . . и черт. 1.

Корпус. Основные размеры

1. Л — длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор ме­
жду плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью. 

?. Нумерация выводов показана условно.
3. Корпус с теплорастекателем
4. Зона ключа — место для выполнения знака ключа.

Черт. 1

2.1.2. Поверхность микросхемы не должна иметь трещин, 
раковин и других неровностей, нарушающих габаритные 
размеры, приводящих к потере работоспособности и ухуд­
шающих надежность микросхемы. Покрытие выводов не 
должно иметь пузырьков и следов коррозии, приводящих к 
ухудшению обслуживания выводов.

* См. информационное приложение 1.
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2.1.3. Масса микросхем не должна превышать 1 г.
2.1.4. Микросхемы не имеют внутренних полостей. Требо­

вания к герметичности не предъявляются.
2.1.5. Выводы микросхем должны быть механически 

прочными и выдерживать без повреждений воздействия ме­
ханических факторов, возникающих при монтаже аппарату­
ры.

2.1.6. Выводы микросхем должны обеспечивать возмож­
ность их пайки при следующих условиях:

минимальной температуре 508±5 К (235±5°С);
максимальной температуре 543± 10К (270± 10°С);
времени пайки от 2 до 3 с.
2.1.7. Микросхемы должны выдерживать воздействие 

тепла, возникающего при следующих условиях:
температуре пайки 533±5К (260±5°С) при времени

пайки не более 8 с.;
расстоянии от плоскости основания корпуса до места 

пайки (по длине выводов) не менее 1,5 мм.
2.1.8. Назначение выводов указано на электрических 

схемах микросхем*.
2.2. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т ­

ра м и р е ж и м а м
2.2.1. Основные электрические параметры микросхем и 

режимы их измерения приведены в табл. 2
2.2.2. Вспомогательные электрические параметры микро­

схем и режимы их измерения приведены в табл. 3.
2.2.3. Предельно допустимые значения электрических 

параметров и режимов эксплуатации микросхем приведены 
в табл. 4.

2.3. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при  м е х а н и ­
ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

2.3.1. Микросхемы должны быть механически прочными 
и сохранять свои параметры после воздействия на них 
ударной тряски при максимальном ускорении 735 м/с2.

2.4. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при к л и ­
м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

2.4.1. Микросхемы должны быть устойчивыми к воздейст­
вию климатических факторов:

сухое тепло:
верхнее значение 343 К (70°С);
холод:
нижнее значение 263 К (—10°С);
смена температур от 263 до 343 К (от —10 до +70°С);
* См информациснные приложения 2—4
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Т а б л и ц а  2

Наименование 
параметра и режим 

измерения

Буквенное Норма
Тип

микросхемы
обозначе­

ние
параметра

не
менее

не
более

Температура, 
К(°С)

Выходное нап­
ряжение низко­
го уровня, В:

От 263 до 
343 (от —10 

до +70)

К155ЛА2
К155ЛАЗ

U  сс = 5 В ±5%; 
U /£=0,8 В 

(К1>5ТМ2);

U OL 0,4

К155ТМ2 0 j f f s=2,0 В; 
/  0£=16 мА

Выходное нап­
ряжение высо­
кого уровня, В:

К155ЛА2 
К155 Л АЗ 
К155ТМ2

U cq  — 5 В i  5%» 
U л  =0,8 В;
U i  =4,76 В;
I  о н = — *С,4 мА; 
U  // /= 2,G В 

(К165ТМ2)

U()H
2,4

Ток потребле­
ния при низком 
уровне на выходе, 
мА:

К155ЛА2
К1Е5ЛАЗ

U с с  = 5 Б±5% 
U { —5 В

l CCL 6
22

Ток потребления 
при высоком уро­
вне на выходе, 
мА:

К155ЛА2
К1Е5ЛАЗ

U сс =  5В±5%; 
U f  - 0  В

l ccn 2
8

Продолжение табл. 2 на стр. 5
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Продолжение табл. 2

Тип
микросхемы

Наименование 
параметра и режим 

измерения

Буквенное
O JO BH aqe-

ние
параметра

Норма
Температура,

К(°С)не
менее

не
более

K1S5TM2

Ток потребления, 
мА:

U с с = 5  В±5% 
и } =0 В; 5 В

JCC 30

От 263 Д О  

343 (от —10 
до 4-70)

К155ЛА2
К155ЛАЗ

К153ТМ2

Входной ток низ­
кого уровня, мА:

1/с с = 5В ±5% ; 
V i H = 4,5 В;
U 0,4 В; 
(7СС=5В±5%;
1 / /я Ч 5  В;
U IL1~®  В;
и i l 2~ м  а

h L - 1 ,6
- 1 ,6

- 1 ,6  
(по вхо­

дам
10,12, 2,4) 

—3,2 
(по вхо­
дам 13, 
И, 1,3)

К155ЛА2 
К155 Л АЗ

Вхо^нэй тс к высо­
кого уровня, мА:

У се* 5 В±5%;
V i f f ^ 2 , 4  В;
V  i L ~  3 В

Ч я
0,04

К155ТМ2

Входной ток вы­
сокого уровня, 
мА:

U c c ~ 5  В±5%; 
UfHj “ 4,5 В;

В;
u iL  =0 в

Ч н

0,04 
(по вхо­

дам 12,2) 
0,08 (по
входам
ю , п ,
4,3)
0,12

(по вхо­
дам 33,1)

Продолжение табл. 2. на стр. 6
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Продолжение табл. 2

Наименование 
параметра и режим 

измерения

Буквенное Норма
Тип

микросхемы
обозначе­

ние
параметра

не
менее

не
более

Температура,

Время задержки 
распространения 
сигнала при вк­
лючении, нс:

От 263 до 
343 (от -1 0  

до +70)

КП5ЛА2
К1Е5ЛАЗ
К1Е5ТМ2

и с с =5В±5%; 
С2я=15пФ±15%: 
Rh =390 Ом±15%; 
U /H -2,4 В

*РНЬ 15
15
40

Время задержки 
распространения 
сигнала при вы­
ключении, нс:

К1Е5ЛА2
К155ЛАЗ

К155ТМ2

Uсс= Е В±5%; 
С2Н = 15 пФ it
±15%;
R ft — 380 Ом +  
±5%,
V i h = 2,4 В

t PLH 22
22

25

Пр и ме ч а н и е  Знак «—» перед значениями норм токов I JL, 10s 
или токов, задаваемых в виде режимных при измерении параметров U Dt 
U ОН (см. табл. 2, 3, 6—8), означает направление тока, вытекающего из 
вывода микросхемы.

влажное тепло (постоянный режим с относительной влаж­
ностью без конденсации влаги) 93^1 % при 313±2 К
(40 ±2°С)

2.5. Д о п о л  н и т е л  ьные  т р е б о в а н и я
2.5.1. Микросхемы должны быть устойчивыми к воздей­

ствию следующих факторов: 
удара с ускорением 1470 м/с2; 
пребывания при температуре 223 К (—50°С); 
пониженного атмосферного давления 660 Па при 298 К 

(25°С);
повышенного атмосферного давления 297 200 Па.
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Т а б л и ц а  3

Тип
микросхемы

Наименование 
параметра и режим 

измерения

Буквенное
обозначе­

ние
параметра

Норма*
Температура,

не
менее

не
более

К155ЛА2
К155ЛАЗ
К155ТМ2

Ток короткого за­
мыкания, мА:

U JL—0 В;
£/сс= 5 В ± 5%

lo s —18 —55

От 263 до 
343 (от -1 0  

до +70)

К1Е5ЛА2
К155ЛАЗ
К156ТМ2

Напряжение 
блс кировки ан- 
тизвонных вход­
ных диодов, В:

U CC=b В±5%; 
и /я =4,75 В;
I D= —10 мА

UD - 1 .5

К155ЛА2
К155ЛАЗ
Ю55ТМ2

Ток входной про­
бивной, мА

Ucc  =5 В±5%;
U 1Н~  5,5 В;
UIL= 0 В

^вх. проб 1

* См. примечание к табл. 2.
Т а б л и ц а  4

Норма
Наименование параметров

не менее не более

Максимальное выходное напря­
жение, В 5,26

Кратковременное максимальное на­
пряжение источника питания, В 7*

Максимальное входное напряже­
ние, В

Продолжение табл. 4 на стр. 8

3 Зак. 2644
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Продолжение табл. 4

Наименование параметров
не менее

Минимальное входное напряже­
ние (на входе микросхемы), В: 

в статическом режиме 
в динамическом режиме 

Максимальная емкость нагрузки, 
пФ

Максимальная длительность фрон­
та или среза входного импульса, нс 

Максимальный входной вытекаю­
щий ток, при котором напряжение 
блокировки антизвонных диодов не 
менее —1,5 В, мА

- 0,8
-1.5

Норма

не более

2С0**

160

10

* Нормы электрических параметров в процессе воздействия данного 
напряжения питания не регламентируются.

** Нормы динамических параметров не регламентируются.

2.6. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.6.1. Значение интенсивности отказов при испытаниях 

на надежность для доверительной вероятности 0,6 не выше 
3,6-10 ~5 1/ч.

2.7. Т р е б о в а н и я  к м а р к и р о в к е
2.7.1. На каждой микросхеме должны быть нанесены: 
товарный знак поставщика;
обозначение типа;
дата изготовления (месяц, две последние цифры года); 
зона ключа первого вывода (см. черт. 1).
2.7.2. Маркировка на микросхемах должна быть разбор­

чивой н прочной.
2.8. Т р е б о в а н и я  к у п а к о в к е
2.8.1. Требования к упаковке — по СТ СЭВ 299—76, пп.

2.8.1, 2.8.2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Общие правила приемки — по СТ СЭВ 299—76, пп.
3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.9.

3.2. Для проверки соответствия микросхем требованиям 
настоящего стандарта проводят:

приемо-сдаточные испытания (контроль по партиям) — 
С;

периодические испытания (периодический контроль) — 
П;
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дополнительные испытания —Д
3.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Группы и виды приемо-сдаточных испытаний при­

ведены в табл. 5.
В табл. 5 обозначение группы приемо-сдаточных испыта­

ний состоит из комбинации буквы С, обозначающей принад­
лежность к данной категории испытаний, и цифры, обозна­
чающей группу испытаний в соответствии с табл. 3. СТ СЭВ 
299—76.

3.3.2. Планы и порядок проведения контроля качества 
для приемо-сдаточных испытаний — по СТ СЭВ . . .* для 
одноступенчатого общего уровня контроля.

3.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3.4.1. Группы и виды периодических испытаний приведе­

ны в та бл. 5.
В табл. 5 обозначение группы периодических испытаний 

состоит из комбинации буквы П, обозначающей принадлеж­
ность к данной категории испытаний, и цифры, обозначаю­
щей группу испытаний в соответствии с табл. 4 СТ СЭВ 
299—76.

Планы контроля периодических испытаний — по 
СТ СЭВ . . .* для одноступенчатого нормального контроля.

Испытания на герметичность, синусоидальную вибрацию, 
ускорение (постоянный режим) не проводят, так как микро* 
схемы не имеют внутренней полости.

Проверку прочности выводов на отдельной выборке по 
группе П-1 не проводят.

При непрерывном цикле испытаний допускается совме­
щать проверку электрических параметров перед каким-либо 
испытанием с такой же проверкой после предшествовавшего 
испытания.

3.4.2. Микросхемы, подвергшиеся испытаниям по группам 
П-1, П-2, П-3, если они удовлетворяют требованиям СТСЭВ 
299—76 и настоящего стандарта, могут поставляться потре­
бителю.

3.5. Ис п ы т а н и я  на д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о ­
в а н и я  по п. 2.5

3.5.1. Испытания на соответствие дополнительным требо­
ваниям проводят один раз до начала выпуска микросхем.

3.5.2. Группы и виды испытаний на соответствие допол­
нительным требованиям приведены в табл. 5.

В табл. 5 обозначение группы испытаний на соответствие 
дополнительным требованиям состоит из комбинации буквы

* Си. информационное приложение 1.

3*
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Группа
испытания

Вид испытания, 
последовательность

Приемочный
уровень

качества

Параметры—критерии годности Метод испытания

до испытания в процессе 
испытания

после
испытания номер

пункта СТ СЭВ 
299-76

номер
пункта настоя­

щего стандарта
Обозначения параметров

С-1 1. Проверка вне­
шнего вида и 
маркировки

1,5 — *— — 4.2.2 4.2.2

С-3 1. Проверка 
основных 
электрических 
пара метров

1,5 h v  h w  
l c c v  tccH'>
VOL> VOH’ 
tpHL', tpLH

4,3.1 4.3.1

П-1 1. Проверка 
основных раз­
меров*

1,5 4.2.1 4.2.1

Продолжение табл. 5 на стр. 11

* В соответствии с черт. 1.



Продолжение табл. 5

Приемочный
уровень

качества

Параметры-‘Критерии годности Метод испытания

Группа
испытания

Вид испытания, 
последовательность до испытания в процессе 

испытания
после

испытания номер
пункта СТ СЭВ9Q0 7Л

номер
пункта настоя­

щего стандарта
Обозначения параметров

zyy—/о

1. Проверка 
вспомогательных 
электрических 
параметров

2,5 /
лвх. проб»

Ios>
U d

4.3.1 4.3.1

П-2

2. Испытание на 
сухое тепло

! I V  Ьн>
W :  W
UOV и  о н »

h w
!ссй /ссн>

UOL

h v  h w
l CCL' f CCH,
U o v  u oh

4.5.2 4.5.2

3. Испытание на
воздействие
холода

h u  Ьн*  
? с с и  ! с с н \  
U q l ' У он

1I V  !  О V
V 0H

11 й  f IH ’ 
! CCV l CCH’>
U OU U о н

4.5.3 4.5.3

Продолжение табл. 5 на стр. 12

СТ 
СЭВ 

505—
77
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Продолжение табл. 5

Параметры —критерии годности Метод испытания

Группа
испытания

Приемочный
урогень
качества

Вид испытания, 
последовательность

до испытания
в процессе 
испытания

после
испытания номер

пункта СТ СЭВ
осп 7(1

номер
пункта настоя­

щего стандарта
Обозначения параметров

— / О

1. Проверка 
массы

— Масса 4,2.3 4.2.3

п-з

2. Проверка 
прочности мар­
кировки

2,5

— — 4.8.1 4.2.2

3. Проверка спо­
собности выводов 
к пайке*

h v  Чн>
Ч х .  проб’ 

{ CCL> 1 ССН<
UOL> и он

h o  h w
^вх. проб* 

! С СО  1ССН\ 
V 0L> U OH

4.2.6 4.2.5

*
1,5.

При выборке «<2*0 дефектные изделия не допускаются. При выборке п>20 приемочный уровень качества

Продолжение табл. 5 на стр. /5
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Продолжение табл. 5

Параметры—критерии годности Метод испытания
Приемочный

уровень
качества

Группа
испытания

Вид испытания, 
последовательность до испытания в процессе 

испытания
после

испытания номер
пункта Ст СЭВ 

299—76
номер

пункта настоя­
щего стандарта

Обозначения параметров

П-4 1. Испытание на 
ударную тряску

2,5 h v  Ь н*
UOV V OH

/  . 7
1IV  Й1Н>
^ O V  и  о н

4.4.3 4.4.2

1. Испытание 
на воздействие 
смены темпера­
туры

h v  Ьн> 
^O V  VOH

— h v  Ь н ’ 
U o v  Uо н

4.5.4 4.5.4

П-5 2. Испытание 
на неповрежда- 
емость при пайке

2,5 h v  ! i h >
h x .  проб» 

*CCL* ! CCH*
VO V U(>H

h v  h w
i*вх. проб*

^CCV ! с с н \  
V О V  и  о н

4.2.6 4.2.5

Продолжение табл. 5 на стр. 14
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Продолжение табл. 5
о

Группа
испытания

Вид испытания, 
последовательность

Приемочный
уровень

качества

Параметры—критерии годности Метод испытания

до испытания в процессе 
испытания

после
испытания номер

пункта Of СЭВ 
299-76

номер
пункта настоящего 

стандарта
Обозначения параметров

П-5 а. Испытание на 
влажное тепло 
(постоянный 
реж им)

2,5 h o  Г1Н>

h x .  проб’

 ̂ССО 1ссн> 

U 0O  UOH

h o  U h <

Ivk. Проб’ 

l CCO *CCH'> 

UOL* UOH

4.5.5 4.5.5

П-6 1. Испытание на 
надежность

Х=3,6-10-5
1/4

I • T l lV  ЧН ’
/

b x . проб» 

lCCL< l CCH) 

UOO UOH

h w  l c c o  

} ссн'< u o o  

U oh

h o  h t t ’
/

BX. Проб*

1CCO tcC H ’i 

U<)L> V()H

4.7 4.7.1

Д-1 1. Испытание на 
удар

2,5 htt< h o  

V ql> Uqh

— Ьн< h o

U0O UOH

4.6 4.4.3

Продолжение табл. 5 на стр. 15
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Продолжение табл. 5

Приемочный
уровень
качества

Паоамегры—критерии годности Метод испытания

Г руппа 
испытания

Вид испытания, 
последовательность до испытания в процессе 

испытания
после

испытания номер
пункта СТ СЭВ 

299-76

номер
пункта настоящего

гтян пя птя
Обозначения параметров

Vh 1 апдор! в

Д-2 1. Испытание на 
пониженное ат­
мосферное дав­
ление

2,5 h u  h w  

1 e c u  1ссн'< 

и о и  и о н

h w

I  e c u  I c c h >

U OL

h u  h w  

? с с и  ?с е н  

и о и  и о н

4.6 4.5.7

Д-3 1. Испытание на 
повышенное ат­
мосферное дав­
ление

2,5 h u  h w  

1 e c u  ! c c w

U OU UOH

h u  hH>

I  e c u  l CCH> 

Uqu  ^ oh

4.6 4.5.6

СТ 
С

ЭВ 
505

—
7

7
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Д, обозначающей принадлежность к данной группе испыта­
ний, и цифры, обозначающей порядковый номер группы ис­
пытаний.

3.5.3. Планы контроля при испытаниях на соответствие 
дополнительным требованиям — по СТ СЭВ . . .  * для од­
ноступенчатого нормального контроля.

В случае отрицательных результатов проводят повтор­
ные испытания по планам контроля в соответствии с 
СТ СЭВ . . .* для ужесточенного одноступенчатого контро­
ля.

Число отобранных микросхем должно быть достаточным 
для проведения первичных и повторных испытаний.

Объем выборки устанавливает ОТК изготовителя неза­
висимо от объема производства согласно СТ СЭВ . . .*.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Все испытания при нормальных климатических усло­
виях проводят по СТ СЭВ . . Измерение электрических 
параметров при нормальных климатических условиях прово­
дят при температуре 298±5К (25±5°С).

Перед измерением параметров (до и после испытаний) 
микросхемы выдерживают в нормальных климатических ус­
ловиях 2 ч.

Электрические параметры микросхем (критерии годнос­
ти), измеряемые до, в процессе и после окончания опреде­
ленного вида испытаний, приведены в табл. 5.

4.1.1. При испытаниях в электрическом режиме макси­
мальная погрешность установки режимов по току и напря­
жению ±5%.

При измерении динамических параметров для исключе­
ния паразитной генерации из-за наводок и связей в цепях 
все проводники должны быть тщательно экранированы. Раз­
вязывающие конденсаторы допускается подключать к выво­
дам микросхем.

При измерении статических параметров допускается 
подключать развязывающие кснденсаторы в непосредствен­
ной близости от выводов микросхем.

4.1.2. При испытаниях на климатические и механические 
вэздействия испытательная оснастка, приспособления, ка­
бельные присоединения и т. п., входящие в качестве элемен­
тов электрических цепей в схемы измерения электрических 
параметров, не должны приводить к изменению режима изме­
рения и влиять на измеряе мую величину параметра.

* См, информационное приложение I.
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4.1.3. При механических и климатических испытаниях с 
воздействиями ударов, с длительным воздействием повы­
шенной влажности, при испытаниях на надежность микро­
схемы могут быть припаяны к печатной плате, которую за­
тем крепят к приспособлению для проведения испытаний и 
устанавливают в испытательной камере или на испытатель­
ный стенд, принимая меры, исключающие возможность на­
рушений микросхем.

Печатная плата должна быть жесткой и обеспечивать 
полную передачу нагрузок на испытываемые микросхемы 
без искажения и с минимальными потерями; резонансные 
явления должны быть исключены.

При остальных видах испытаний микросхемы испытыва­
ют в россыпи и укладывают в испытательную камеру или на 
испытательный стенд таким образом, чтобы микросхемы не 
касались друг друга.

4.2. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и ­
я м  к к о н с т р у к ц и и

4.2.1. Основные размеры по п. 2.1.1 проверяют с помощью 
мерительных инструментов или других приспособлений, 
обеспечивающих требуемую точность, и в соответствии с 
черт. 1.

4.2.2. Внешний вид и правильность маркировки микро­
схем по пп. 2.1.2 и 2.7.1 проверяют внешним осмотром и 
сличением с черт. 1.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если их 
внешний вид соответствует требованиям п. 2.1.2, а марки­
ровка выполнена в соответствии с п. 2.7.1.

4.2.3. Массу микросхем по п. 2.1.3 проверяют взвешива­
нием с точностью ±5%  или как среднюю массу 10 микросхем.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если их 
масса не превышает величины, указанной в п. 2.1.3.

4.2.4. Механическую прочность выводов по п. 2.1.5 сов­
мещают с проверкой на соответствие требованиям к устой­
чивости при механических воздействиях по п. 4.4.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
после механических воздействий при внешнем осмотре на­
рушения конструкции не соблюдается.

4.2.5. Проверку способности выводов к пайке по п. 2.1.6 
проводят по СТ СЭВ . . .* и настоящему стандарту при 
температуре припоя 508 ± 5 К  (235±5°С).

Испытания на непсвреждаемость микросхем при пайке по 
п. 2.1.7 проводят по СТ СЭВ . . . * при температуре 533±5К  
(260±5оС).

* См. информационное приложение 1.
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Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
растекшийся припой покрывает не менее 90% поверхности 
каждого вывода, подвергшегося облуживанию, и парамет­
ры микросхемы, проверяемые после проверки на неповреж- 
даемость при пайке, остались в пределах норм приемо-сда­
точных испытаний.

4.3. П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м

Схема измерения входного тока низкого уровня I IL 
для микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

Uсс— источник питающего напряжения; Gl, G2 — 
источники постоянного наггряжения; РА — измеритель 
постоянного тока; Xi— входы микросхемы; Y\— Уп 
— выходы микросхемы.

Измерение входного тока низкого уровня I произ­
водят при подаче тестовых напряжений согласно табл. 6, 7

Черт. 2

4.3.1. Электрические параметры микросхем по пп. 2.2.1 
и 2.2.2 проверяют измерениями в режимах и условиях» ука­
занных в табл. 6—8 на соответствие нормам электрических 
параметров по схемам и методам, приведенным на черт. 
2—20 в соответствии с СТ СЭВ

измерение входного тока низкого уровня /я , по черт. 2, 12;

* См. инфсргмаии-снное приложение 1.



— 19 — СТ СЭВ 505— 77

измерение входного тока высокого уровня 1ш 
по черт. 4,13;

измерение входного пробивного тока / вх. проб по черт. 4,13;
измерение выходного напряжения низкого уровня U0L 

по черт. 3,14;
измерение выходного напряжения высокого уровня Uoh 

по черт. 5,14;
измерение выходного тока короткого замыкания /os 

по черт. 7,15;
напряжение блокировки антизвонных входных диодов Ud 

по черт. 6;
измере кие токов потребления Iccl> Icch> Ice по черт. 10,

11, 20;
измерение времени задержки распространения (рнь> tpiu  

по черт. 8, 9, 16—19.
Схема измерения выходного напряжения низкого уровня U0L 

для микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

Uсс — источник питающего напряжения; G1 — источник 
постоянного напряжения; G2 — генератор постоянного тока; 
PU1, PU2 — измерители постоянного напряжения; РА — изме­
ритель постоянного тока; Х\—Хп — входы измеряемой части 
микросхемы; Хт—X*— входы неизмеряемой части микросхемы; 
Yu . . .  л — выходы микросхемы.

Измерение выходного напряжения низкого уровня U0L про­
изводят при подаче тестовых напряжений и токов согласно 
табл. 6, 7.

Черт. 3
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К
ат

ег
ор

ия
 и

сп
ы

­
та

ни
я

Электрические 1мрс1метры

Н
ом

ер
 п

ро
ве

ря
е­

м
ог

о 
вы

во
да

Режим н

Найме нова ние

Норма* Значение испытательного

К155ЛА2 1 2 3 4 5

С
П

1. Входной 
ток низкого 
уровня i JL
мА, не более

- 1 .6

п 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5

12 4.5 4.5 4.5 4,5 4,5

1 0,4 4,5 4.5 ; 4,5 4.5

2 4,5 0,4 4,5 4,5 4.5

3 4.5 4,5 0.4 4,5 4.5

4 4,5 4,5 4,5 0,4 4,5

5 4.5 4,5 4,5 4,5 0,4

6 4 5 4,5 4.5 4,5 4,5

С
П

2. Входной 
ток высокого 
уровня 11 и ,
мА, не более

0,04

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

1 2,4 0 0 0 0

2 0 2,4 0 0 0

3 0 0 2,4 0 0

4 0 0 0 2,4 0

5 0 0 0 0 2,4

6 0 0 0 0 0

П

3 Ток вход­
ной пробивной 
I  , ,  м \ ,  вх. проб 

не более

1

П 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

1 5,5 0 0 0 0

2 0 5,5 0 0 0

3 0 0 5,5 0 0

4 0 0 0 5,5 0

5 0 0 0 0 5,5

6 0 0 0 0 0
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Т а б л и ц а  6
условие измерения

электрического режима на выводах. Напряжение в вольтах

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ок
ру

ж
аю

щ
ег

о 
во

зд
ух

а, 
К(

°С
)

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
и 

ме
ре

ни
я,

 %

6 7 8 9 10 п 12 13 14

4,5 0 0.4 4.5 5,25
298±5

(25±5)
2ЬЗ+3;

{ - ю ± з |

±4
4.5 0 4,5 0,4 5,25

4.5 0 4,5 4,5 5,25

4,5 0 4.5 4,5 5,25

4,5 0 4,5 4,5 5,25

4,5 0 4,5 4.5 5,25

4,5 0 4,5 4,5 5,25

0,4 0 4.5 4,5 5,25

0 0 2,4 0 6,25
298 ±5 

(25+5)
ж ± &

(70+3)

±3
0 0 0 2,4 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5.25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

2,4 0 0 0 5,25

0 0 5,5 0 5,25

298±5
(25±5)

±5

0 0 0 5,5 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

5,5 0
■ 0 0 5,25

Продолжение табл. 6 на стр. 22, 23
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К
ат

ег
ор

ия
 и

сп
ы­

та
ни

я
Электрические параметры

Н
ом

ер
 п

ро
ве

ря
е­

мо
го

 в
ы

во
да

Режим и

Наименование

Норма* Значение испытательного

К155ЛА2 1 2 3 4 5

Сп

4. Выходное 
напряжение 

низкого уровня
иои в - не
более

0.4
8 2 2 2 3 2

сп

5. Выходное 
напряжение 

высокого уров- 
ня £7 , В, не
менее

2,4

8 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

8 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75

8 0,8 4,75 4,75 4,75 4,75

8 4,75 0,8 4,75 4,75 4,75

8 4,75 4,75 0.8 4.75 4,75

8 4,75 4,75 4,75 0,8 4,75

8 4,75 4.75 4,75 4,75 0.8

8 4,75 4,75 4*75 4,75 4,75

п
6. Выходной 

ток короткого 
замыкания
'os’ мА:

не менее -18
8 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0не более —55

п

7. Напряже­
ние блокировки 

антизвонных 
входных диодов 
£/ , В, не ме- D 

нее

“ 1,5

11 4,75 4,75 4,75 4,75 4.75

12 4,75 4.75 4,75 4.75 4,75

1 -ЮмА 4,75 4,75 4,75 4,75

2 4.75

4.75

— ЮмА : 4,75 4,75 4,75

3 4,75 -ЮмА ; 4,75 4.75

4 4,75 4,75 4,75 —ЮмА 4*75

5 4,75 4,75 4,75 4,75 — ЮмА

6 4,75 4.75 4,75 4,75 4,75



— 23 — С Т  С Э В  50S— 77

Продолжение табл, 6
условие измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

­
м

ер
ен

ия
, 

%электрического режима на выводах. Напряжение в вольтах

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С
)

6 7 8 9 10 И 12 13 14

298±5
<25±5) - 42 0 16м А 2 2 4,75

—

343+3
(70+3)

4,75 0 —0.4мА 0,8 4,75 4,75

298+5
<25£5)

±2,5

4,75 0 —0,4мА 4,75 0.8 4,75

4.75 0 —0,4мА 4,75 4.75 4.75

4.75 0

0

-0,4мА 4,75 4,75 4,75
263+3

(-1 0 + 3 )

4,75 —0,4м А 4,75 4,75 4,75

4,75 0 —0,4мА 4.75 4,75 4,75

4,75 0 —0,4мА 4,75 4,75 4,75

0,8 0 —0.4м А 4,75 4,75 4,75

298+5
(25£5)

± 5—

0 0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 0
—

о,2о

4,75 0 — 10м А 4,75 4,75

298+5
(25+5)

± 2 ,0

4.75 0 4.75 -Ю мА 4,75

4.75 0 4,75 4,75 4,75

4,75 0 4.75 4,75 4,75

4,75 0 4,75 4,75 4,75

4.75

4.75

0 4.75 4,75 4,75

0 4,75 4,75 4.75

4.75— Юм А 0 4,75 4,75

Продолжение табл, 6 на стр, 24, 25

4  Зак. 2644
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К

ат
ег

ор
ия

 и
сп

ы
- 

та
ни

я

Электр ические параметры

Н
ом

ер
 п

ро
ве

ря
е­

мо
го

 в
ы

во
да

Режим и

Наименование

Норма* Значение испытательного

К155ЛА2 1 2 3 4 5

С 8. Время за­
держки распро­
странения сиг­
нала при вклю- 
Чечни t p f i L ,
нс, не более

15 11-8 2.4 2.4 2,4 2,4 2,4

С
9. Время за­

держки распро­
странения сиг­
нала при вык­

лючении
*РШ' нс- не
более

22 11-8 2,4 2,4 2,4 2,4 2.4

Сп

10. Ток пот­
ребления при 
низком уровне 
выходного сиг-
нала 1CCL ’
мА, не более

6
14 5 5 5 5 5

сп

11. Ток пот­
ребления при 
высоком уров­
не выходного 
сигнала / ,
мА, не более

2
14 0 0 0 0 0

п

12. Выходное 
напряжение 

высокого уров- 
ня и о н . В, не
менее 2,15

8 4.5 4,5 4,5 4,5 4,5

8 4.5 4,5 ' 4,5 4,5 4.5
8 0,8 4,5 4,5 4,5 4.5

4.5S 4,5 0,8 4.5 4,5

8 4,5 4,5 0,8 4,5 4,5
8 4.5 4.5 4,5 0,8 4.5
8 4,5 4,5 4,5 4,5 0,8

8 4.5 4,5 4,5 4,5 4,5

* См. примечание к табл 2
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Продолжение табл. б
условие измерения

электрического режима на выводах. Напряжение в вольтах

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С
)

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
и 

м
ер

ен
ия

, 
%

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14

298±5

(25±5)

±10

2.4 0 о о 2.4 5

2.4 0 о Q 2.4 5

298 ±5  

(25±5)

± 4 ,0

5 0 5 5 5.25
343±5

(70±3)

298-г 5 
<25±5) 
343 +5  

(70 шЗ)
0 0 0 0 5,25

4,5 0 —0,4мА 0,8 4.5 4,5

298±5

(25±5) ±2,5

4,5 0 — 0,4м А 4,5 0.8 4,5

4,5 0 —0,4мА 4,5 4,5
----

4,5

4.5 0 —0,4м А 4,5 4.5 4,5

4.5 0 —0,4чА 4.5 4,5 4,5

4.5 0 —0.4мА 4,5 4,5 4,5

4.5 0 -0,4мА 4,5 4,5 4,5

0,8 0 - 0 ,4 м Д L 4,5 4 ,5 4 ,5

4*
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Т а б л и ц а  1
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

­
м

ер
ен

ие
, 

%

режима на выводах, 
в вольтах

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С
)

6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 5,25
298+5
(25+5) ± 4

± 3

+5

0 5,25

0 5,25

0 5,25

0 0,4 4,5 5,25

263+3
<-№ ±3)

0 4,5 0.4 5,25

0 0,4 4,5 5,25

0 4,5 0,4 5,25

0 5,25

298+5
(25+5)

0 5,25

0 5,25

0 5,25

0 2,4 0 5,25

343+3
(70+3)

0 0 2,4 5,25

0 2,4 0 5,25

0 0 2,4 5,25

0 5,25
298+5
(25+5)

0 5,25

0 5,25

0 5,25

0 5,5 0 5,25

0 0 5,5 5,25

0 5,5 0 5,25

0 0 5,5 5,25

0 4,75 298+5
(25+5)

± 4
16мА 0 4,75

0 16мА 2 2 4,75
343±3

(70+3)0 16м А 2 2 4,75

Продолжение табл. 7 на стр. 28, 29
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Ка

те
го

ри
я 

ис
пы

­
та

ни
я

Электрические параметры

Н
ом

ер
 п

ро
ве

ря
е­

мо
го

 в
ыв

од
а

Режим и условие

Наименование

Норма* Значение испытательного электрического
Напряжение

К! 55 ЛАЗ 1 2 3 4 5

С
П

П

П

С

С

5. Выходное напря­
жение высокого уров­
ня С/Л„, В, не менее Utt

2,4

3 0,8 4,75 —0,4мА

3 4,75 0,8 -0,4мА
б 0,8 4,75
6 4.75 0,8
8
8

11
11

€. Напряжение бло­
кировки антизвонных 
входных диодов U
В, не менее

-1 ,5

1 — ЮмА 4,75
2 4,75 —10 мА

4 — 10 мА 4,75

5 4,75 -10 мА

9

10

12
13

7. Выходной ток 
короткого замыкания 
/  , мА: не менееI/O

-18
3 0 0 0

6 0 0

8

11

не более —55

3 0 0 0
6 0 0

8

И

8. Время задержки 
распространения сиг­
нала при включении 

> нс- не 6<>лее

15
1 -3 Й 2,4 й 2,4

4-6 2,4 й 2,4

9-8 2,4 2,4

12-11 2,4 2,4

9. Время задержки 
распространения сиг­
нала при выключении 
t пг и , нс не более PLti

22
1—3 а 2,4 а 2,4

4 -6  : 2,4 Q 2,4

9 -8 2,4 2,4

12-11 2,4 2.4
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Продолжение табл. 7
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

м
ер

ен
ия

, 
%режима на выводах, 

в вольтах

Т
ем

 п
ер

ат
ур

а 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С
)

6 7 8 9 ш 11 12 13 14

0 4,75
298+5
(25+5)

± 2 ,5
0 4,75

—0,4м А 0 4,75 263+3
(-Ю + 3 )—0,4 мА 0 4,75

0 -0 ,4  мА 0,8 4,75 4,75
0 — 0,4мА 4,75 0,8 4,75
0 -0 ,4м  А 0,8 4,75 4,75
0 -0 ,4м  \ 4,7S 0,8 4,7^

0 4,75

298+5
(25+5) +  2,0

± 5

+  10

0 4,75

0 4,75

0 4,75

0 — 10 мА 4,75 4,75

0 4,75 - 3 0  мА 4,75

0 — 10 мА 4.75 4,75
0 4,75 — 10 мА 4,75

0 5,25

2Уо̂ 5
(25^5*

0 0 ! 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 ',25

0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 0 0 0 5,25

0 2,4 2,4 5

Q 0 2,1 2,4 о

0 Q а 2,4 2,4 5

0 2,4 Q Q 2,4 5

0 2,4 2,4 5

а 0 2,4 2,4 5

0 Q а 2,4 2,4 5

0 2,4 a Q 2,4 5
Продолжение табл. 7 на ста. 30, 31
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ссяо.о
2 вrt *

П

Электрические параметры

Но
ме

р 
пр

ов
ер

яе
­

мо
го

 в
ыв

од
а

Режим и условие

Наименование

Норма* Значение испытательного электрического
Напряжение

К155ЛАЗ 1 2 3 4
■

3

10. Ток потребления 
при низком уровне 
выходного сигнала
I c c l * мА* Не более

22 14 5 5 5 5

11. Ток потребления 
при высоком уровне 
выходного сигнала 

мА, не более
8 14 0 0 0 0

12. Выходное нап­
ряжение ВЫСОКОГО 
уровня U н > В, ие
менее

2.16

3 0,8 4.5 —0,4мА
3 4,5 0,8 —0,4мА
6 0,8 4,3
6 4,5 0.8
8
8

П
П

* См. примечание к табл. 2.

П р и м е ч а н и е .  Измерение параметров U и Пои  у микросхем 
логических элементов напряжения ОВ.
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Продолжение табл. 7
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

­
ме

ре
ни

я,
 %

режима на выводах, 
в вольтах

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ок
ру

жа
ю

щ
ег

о 
во

зд
ух

а, 
К(

°С
)

6 7 8 9 10 а 12 13 14

298+5
(25+3)

±4

0 5 5 5 5 5,25
343+3
(70+3)

298+5
(25+5)
343+5
(70+3)

0 0 0 0 0 5,25

0 4,5

298+5 
(25±г) +2,5

0 1,5
— 0,4мА 0 4,5
— 0.4мА 0 4,5

0 -0,4мА 0.8 4.5 *,5
0 — 0,4м А 4,5 0,8 4,5
0 —0,4мА 0,8 4,5 4,5
0 —0,4мА 4,5 0,8 4,5

К155ЛАЗ допускается проводить при подаче па входы неконтролируемых
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Ка
те

го
ри

я 
ис

пы
­

та
ни

я

Электрические параметры

Но
ме

р 
пр

ов
ер

яе
­

мо
го

 в
ыв

од
а

Режим и условие

Наименование

Норма* Значение испытательного электрическо

К155ТМ2 1 2 3 4 5

С
п

X. Входной ток низ­
кого уровня мА,

не более

-1,6

12

10
2 4,5 0,4 4,5 0
4 4,5 0 4,5 0,4

-3 .2
13
11
1 0,4 4,5 4,5 4.5

3 4,5 0 0,4 4,5

с
п

2. Входной ток вы­
сокого уровня in
мА, не более

0,04 12
2 0 2,4 4,5

0,03

10
11
4 4,5 4.5 0 2,4

3 0 2,4

0Д2 13
1 2,4 0 0 0

п
3. Ток входной про­

бивной / вх. проб» 
мА, не более

X

11
12
13

10

1 5,5 0 0 0

2 0 5,5 4,5
3 0 5,5
4 4,5 4,5 0 5,5

с
п

4. Выходное напря­
жение низкого уровня 
V'о и  не более 0,4

9
8
5 0.8 2** 16 мА
6 2** 0,8

с
п

5. Выходное напря­
жение высокого уров­
ня VQjj, В, не менее

2,4
9
8
5 2** 0.8 —0,4мА
6 0,8 2**
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Т а б л и ц а  8
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

­
м

ер
ен

ия
, 

%го режима на выводах. Напряжение в вольтах

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С)

6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 4,5 0.4 4,5 5,25 298+5
(25+5)

± 4

0 0,4 4,5 0 4,5 5,25

0 5,25

263+3
(-Ю±3)

0 5,25

0 4,5 4,5 4.5 0,4 5,25

0 4,5 0,4 0 4,5 5,25

0 5,25

0 5,25

0 4.5 2 1 0 5,25

298+5
(25+5)

± 3

0 5,25

0 0 2,4 0 4,5 4,5 5,25

0 2,4 0 5,25

0 0 5,25
.343+3

(70+3)
0 5,25

0 0 0 0 2,4 5,25

0 5,25

0 5,5 0 5,25

298+5
(25+5) +5

0 4,5 5,5 0 5,25

0 0 0 0 5,5 5,25

0 0 5,5 0 4,5 4,5 5,25

0 5,25

0 5,25
0 5,25

0 0 5,25
0 16м А 2** 0.8 4,75 298+5

(25+5)
± 40 16мА 0,8 2*=: 4,75

0 4,75 343+3
(70+3)16 мА 0 4,75

0 —0,4мА 0,8 2** 4,75 298+5
(25+5)

+2,50 —0,4мА о** 0,8 4,75
0 4,75 263+3

(-10+3)
—0,4м А 0 4,75

Продолжение табл. 8 на стр. 34, 35
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К
ат

ег
ор

ия
 и

сп
ы

­
та

ни
я

Электрические параметры

Н
ом

ер
 п

ро
ве

ря
е­

м
ог

о 
вы

во
да

Режим и условие

Наименование

Норма* Значение испытательного электрическо

К155ТМ2 1 2 3 4 s  ;

1
-1 8

9

П 6. Выходной ток 
короткого замыкания 

мА: не менее

не более

8
5 0 0
6 0

- 5 5

9
8
5 0 0 ,

6 0 ;

С

7. Время задержки 
распространения сиг­
нала при включении 
/  нс, не более

40

3 - 5 2,4 2 2 2.4 £2
1 1 -9
1 - 5 2 2,4 2,4 а 2

to1 2 м 2,4 2
1 0 -8
1 3 -9

с
8. Время задержки 

распространения сиг­
нала при выключении
*p L H ' НС> не более

25

3 - 5 2,4 2 о 2,4 2
1 1-9
1-6 2 2,4 2,4 2
4 - 5 2 2,4 2,4 2 2

1 0-9
1 3 -8

п
9. Напряжение бло­

кировки антиэвонных 
входных диодов,
Up i  В, не менее -1 ,5

12
10
2 4,75 —10м А
4 4,75 -1 0  мА

13
11
1 -1 0  мА 4,75 4,75 4,75
3 4.75 —10 мА

с
п 10. Ток потребления 

Iq c ' м ^> ие более
30 h 0 0 0 5

14 5 0 0 0

* См. примечание к табл. 2.
** Перед испытанием вывод заземлить, а поггсм подавать испытатель­

ное напряжен де.
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Продолжение табл. 8
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

­
м

ер
ен

ия
, 

%го режима на выводах. Напряжение в вольтах.

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

во
зд

ух
а,

 К
(°

С
)

6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 0 5,25

298+5
(25+5)

± 5

0 0 0 5,25
0 5,25

0 0 5,25
0 0 0 5,25
0 0 0 5,25
0 5,25

0 0 5 ,2 5  :
0 5

±10

0 2 2,4 2 2 2,4 5

0 5
о 0

2,4
5

0 2 2 2.4 р 5

0 2 2 2,4 2,4 2 5

0 5
0 2 2,4 2 2 2,4 5

2 0 5
0 5
0 2 2 2,4 2,4 2 5
0 а 2 2,4 2,4 2 5
0 -Ю м А 4,75 4,75

298+5
(25+5)

± 2

0 4,75 — 10 мА 4,75
0 4,75

4,75 0 4,75
0 4,75 4,75 4,75 -Ю м А 4,75
0 - 1 0  мА 4,75 4,75
0 4,75
0 4,75

298±5
(25±5)

± 4
0 5 0 0 0 5,25
0 0 0 0 5 5,25 343+3

(70+3)
1
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Схема измерения входных токов / вх про6 , высокого
уровня I для микорсхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

с с

1k

п

V сс — источник питающего напряжения; G — 
источник постоянного напряжения; РА— измери­
тель постоянного тока; PU — измеритель постоян­
ного напряжения; Х и Х2, . . .  Х п— входы измеряемой 
части микросхемы; —Х т — входы неиамеряе­
мой части микросхемы; У 1, 2 , . . .  , п — выходы микро­
схемы.

Намерение входных токов / вх. п р о б .» высокого 
уровня / jfj производят при подаче тестовых напря­
жений согласно табл. 6, 7

Черт. 4
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Схема измерения выходного напряжения высокого уровня 
U о н  для микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

тоянного напряжения; G2 — генератор постоянного тока; PU1, 
PU2 — измерители постоянного напряжения; РА — измеритель по­
стоянного тока; Хи Х2—Хп— входы микросхемы; Y г 2 щП— выхо­
ды микросхемы.

Измерение выходного напряжения высокого уровня и ои про­
изводят при подаче тестовых напряжений и токов согласно табл. 
6, 7

Черт. 5
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Схема измерения напряжения блокировки 
антизвонных входных диодов U q  д л я  микросхем 

типов К155ЛА2, К! 55 Л АЗ, К155ТМ2

генератор постоянного тока; G2 — источник постоян­
ного напряжения; PU — измеритель постоянного на­
пряжения; Х\—Х п — входы измеряемой части микро­
схемы; Y\~Yn — выходы микросхемы; —Х т —
входы неизмеряемой части микросхемы.

Измерение l)D производят при подаче тестовых 
напряжений и токов согласно табл. 6—8

Черт, с
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Схема измерения выходного тока короткого замыкания J o s  

для микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

Uсс  — источник питающего напряжения, РА — измеритель 
постоянного тока, Х\—Хп — входы микросхемы; У\—Уп — вы­
ходы микросхемы.

Измерение выходного короткого замыкания I  o s  производят
в течение времена менее 1 с при подаче тестовых напряжений 
согласно табл. 6, 7

Черт. 7
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Схема измерения динамических параметров tpHi , t PLH 
для микросхем типов К155ЛА2, К155 Л АЗ

Uсс — источники питающих напряжений Uс с ~5 В; G1 — 
генератор импульсов; G2 — источник постоянного напряжения; 
Р — измеритель динамических параметров; Х\ — проверяемый 
вход; Х2 —Хп — остальные входы измеряемой части микросхе­
мы; У1 2 . .п—’выходы микросхемы;

R1 — резистор 75 Ом±5%; R2 — резистор 300 Ом±5% 
для всех типов микросхем; С%н — суммарная емкость нагруз­
ки 15пФ±15%; VD1—VD4 — полупроводниковые диоды.

Измерение динамических параметров производят при подаче 
тестовых напряжений согласно табл. 6, 7

Черт. 8
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Входной н выходной импульс при измерении 
динамических параметров микросхем типов 

К155ЛА2, К155ЛАЗ

Параметры входного импульса:
Время нарастания и спада 1 10 нс; ча­

стота не более 1 МГц; амплитуда импульса 3,5 В±10%; 
длительность импульса на уровне 1,5 В 100-г 500 нс.

Частота следования импульсов, обеспечиваемая 
имеющимся оборудованием, может быть любая в ука­
занном диапазоне.

Черт. 9
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Схема измерения тока потребления при низком 
уровне выходного сигнала 1 c c t  Для микросхем 

типов К155ЛА2, К155 Л АЗ

ник постоянного напряжения, РА — измеритель пос­
тоянного тока, X]—Х п — входы микросхемы,
Kj 2 ( . тП— выходы микросхемы

Измерение тока потребления при низком уровне 
выходного сигнала I ccl производят при подаче тес­
товых напряжений согласно табл 6, 7 

Черт 10
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Схема измерения тока потребления 
при высоком уровне выходного 

сигнала I qch  для микросхем типов 
К155ЛА2, К155 Л АЗ

U — источник питающего напря­
жения; РА — измеритель постоянного 
тока; Х\—Хп — входы микросхемы; 
Kj 2, п — выходы микросхемы.

Измерение тока потребления при вы­
соком уровне выходного сигнала /  сс// 
производят при подаче тестовых напря­
жений согласно табл. &, 7.

Черт. 11
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Схема измерения входного тока низкого уровня 
1 л  для микросхем типа К155ТМ2

G2 — источники постоянного напряжения; РА — 
измеритель постоянного тока.

Измерение входного тока низкого уровня /  IL 
производят при подаче тестовых напряжений сог­
ласно табл. 8

Черт. 12
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Схема измерения входных токов / вх. npo6i высокого 
уровня 1 1и  для микросхем типа К155ТМ2

U сс — источник питающего напряжения; Gl, G2 
— источники постоянного напряжения; РА — измери­
тель постоянного тока.

Измерение входного тока высокого уровня I Ifi 
производят при подаче тестовых напряжений согласно
габл. 8.

Черт. 13
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Схема измерения выходных напряжений низкого уровня U 0L> 
высокого уровня U о н  для микросхем типа К155ТМ2

ники постоянного напряжения; G3 — генератор постоянного то­
ка; РА — измеритель постоянного тока; PU — измеритель пос­
тоянного напряжения.

Измерение выходных напряжений низкого уровня U 0L, вы­
сокого уровня U он  производят при подаче тестовых напряже­
ний и токов согласно табл. 8

Черт. 14
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Схема измерения выходного тока 
короткого замыкания / os для микросхем 

типа К155ТМ2

V сс — источник питающего напряжения; 
РА — измеритель постоянного тока.

Измерение выходного тока короткого замы­
кания I qS производят в течение времени ме­
нее 1 с при подаче тестевых напряжений согла­
сно табл. 8

Черт. 15
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Схема измерения динамических параметров для микросхем типа KI55TM2 от входа синхронизации

яниого напряжения, G4 — источник постоянного напряжения 5 В; Р — измеритель динамических 
параметров, S — переключатель; Rl, R2 — резистор 75 Ом±5%; RS — резистор 330 Ом±5%;
VD1—VD4 — пол у яро задников ые диады; — емкость нагрузки = 15 пФ±15%

Схема измерения дана для измерения динамических параметров одного триггера CxetMa измерения 
для второго триггера аналогична Измерение динамических параметров производится по каждому вы­
ходу при подаче испытательных напряжений на выводы микросхем согласно табл 8

п
т

I
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Уровни отсчета динамических параметров по входам установки 
для микросхем типа К155ТМ2
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При измерении времени задержки t PHL по входу синхронизации на вход 
D подается разрешающий импульс В, при измерении времени задержки

t — импульс А

Черт. 19
Параметры входных импульсов:

а) импульс по входам установки С и 1:
время нарастания и спада входного импульса tPHL, tPLfJ = 10 нс: 

амплитуда 3,5 В±10%, 
частота f=2C0 кГц—1 МГц,
длительность импульса на уровне 1,5 В 6 0 нс ±10%.

Минимальное вреимя задержки между импульсами установки 0 и 1 
tpd нс;

б) импульс по вхсду синхронизации:
время нарастания и спада входного импульса tPHL> tPLH = 10 нс: 

амплитуда 3,5 В±10%, 
частота / с ~2СЗ кГц—1 МГц, 
длительность импульса на уровне 1,5 В 3) нс,

в) импульс по входам П.-
время нарастания и спада входного импульса tPfiLi t plh — № нс: 

амплитуда 3,5 B±10%, 
частота fD — 0,5fc ,
длительность импульса на уровне 1,5 В 6 0 нс tpdl=23±2 нс; — tnd* 

= 9± 1 нс. и ~
Допускается производить измерение динамических параметров при 

длительности входного импульса, равной 2 О нс
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Схема измерения тока потребления I сс 
микросхем типа К155ТМ2

источник постоянного напряжения; РА — измеритель 
постоянного тока.

Измерение тока потребления 1СС производят при 
подаче тестового напряжения согласно табл. 8 

Черт. 20

Величина параметров» контроль которых предусмотрен 
при одном из крайних (критических для данного парамет­
ра) значений температуры, соответствует нормам настояще­
го стандарта во всем диапазоне температур.

В табл. 6—8 суммарная погрешность измерения электри­
ческих параметров дана при условии обозначения составля­
ющих погрешностей измерения в пределах, указанных в 
табл. 9.

Погрешность установки испытательных напряжений при 
измерениях электрических параметров не должна превы­
шать значений, приведенных в табл. 9.

Погрешность установки испытательных токов не должна 
превышать ±3%.

Погрешность установки длительности импульсов, време­
ни нарастания и среза импульсов — не более ±20%'.
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Т а б л и ц а  9

Д иапазон значений испытательных 
нап р яж е н ий

П огреш ность  установки испытательных 
напряж ений, %

О т 0 до 0 ,8  В ± 3 ,0
О т 0 ,8  до  1,2 В ± 1 ,5
От 1,2 до 4 ,0  В -ь ! ,0
От 4 ,0  В и  более =□0,5

4.3.1.1. Измерение электрических параметров проводят 
на автоматических или специальных измерителях, обеспе­
чивающих условия измерений, указанные в табл. 6—8.

Допускается проводить измерение электрических пара­
метров на стандартных измерительных приборах.

Измерительные приборы должны удовлетворять следую­
щим требованиям:

а) измерители постоянного напряжения — класс точнос­
ти не хуже 0,5;

входное сопротивление не менее 1 Мом;
б) измерители постоянного тока — класс точности не 

хуже 1,0;
в) измеритель динамических параметров — погрешность 

измерений не более ±10% измеряемого предела, полоса 
пропускания не менее 200 МГц;

входное сопротивление не менее 100 кОм.
П р и м е ч а н и е .  При использовании автоматизированных систем 

контроля динамических параметров допускается входное сопротивление 
не менее 23 кОм.

При измерении параметров и испытаниях в эквивален­
тах нагрузки следует использовать полупроводниковые дио­
ды с параметрами:

прямое падение напряжения не более I В при прямом 
токе 10 мА;

время восстановления обратного сопротивления не более 
10 нс,

емкость диода не более 5 пФ.
При измерении динамических параметров суммарная ем­

кость нагрузки:
С2Я =  С*1+См+Сдоб>

где Ci — входная емкость измерителя;
См— емкость монтажа;

С д0(5 — добавочная емкость.
Допускается при использовании измерительного обору­

дования, у которого не предусмотрено измерение полярности
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генератора тока в одной измерительной программе и непосре­
дственное подключение измерителя тока к шине «земля»:

измерение напряжения 0Он производить при подключе­
нии к измеряемому выходу микросхемы вместо генератора 
тока резисторов, обеспечивающих ток нагрузки согласно 
табл. 6—8;

при измерении тока короткого замыкания Ios наличие 
напряжения до 10 мВ между выводами измерителя тока и об­
щей шиной.

4.3.1.2. При периодическом контроле параметров в про­
цессе испытаний микросхему отключают от схемы задания 
электрического режима и подключают к схеме измерения 
соответствующего параметра.

4.3.2. Соответствие микросхем предельно допустимым 
величинам (п. 2.2.3, табл. 4) обеспечивается всей совокуп­
ностью предусмотренных в настоящем стандарте испытаний 
и проверок в процессе изготовления микросхем.

4.4 П р ов е р ка  на с оо т ве т ст ви е  т р е б о в а н и ­
ям к устойчивости  при ме х а н ич е с к и х  воз ­
д е й с тв и я х

4.4.1. Устойчивость микросхем при механических воздей­
ствиях по пп. 2.3.1 и 2.5.1 проверяют испытаниями на удар­
ную тряску и удар.

До начала испытаний и после каждого вида испытаний 
микросхемы осматривают и измеряют электрические парамет­
ры, указанные в табл. 5 для этих видов испытаний.

Испытания проводят в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях Y\ (У«) и Zu указанных на черт. 21. Время 
испытаний и число ударов при ударных нагрузках делят по­
ровну между направлениями.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
после испытаний их внешний вид и электрические парамет­
ры соответствуют нормам для этих видов испытаний, указан­
ных в табл. 6—8 на микросхемы конкретных типов.

4.4.2. Испытания на ударную тряску проводят по 
СТ СЭВ . . . *.

Ударную прочность микросхем проверяют без электри­
ческой нагрузки.

Испытания проводят воздействием ударов с ускорением 
735 м/с2 и длительностью от 3 до 6 мс.

Частота следования ударов — от 40 до 120 в минуту. 
Число ударов в каждом направлении равно 1000.

4.4.3. Испытания на удар проводят по СТ СЭВ . . .  * с

54 См. инфсрмапионное приложение 1,
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ускорением 1470 м/с2 и длительностью импульса 6 мс без 
подачи электрического режима.

Число ударов — 3 в каждом направлении.

Схема направления усилий при механических испытаниях

Черт. 21

4.5. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
к у с т о й ч и в о с т и  п р и  к л и м а т и ч е с к и х
в о з д е й с т в и я х

4.5.1. Устойчивость микросхем при климатических воз­
действиях по пп. 2.3.1 и 2.5.1 проверяют испытаниями на: 

сухое тепло; 
холод;
смену температур; 
влажное тепло;
повышенное атмосферное давление; 
пониженное атмосферное давление.



СТ СЭВ $05—п - 5 6 -

Схема задания электрического режима на микросхемы типов 
Ю55ЛА2, К155ЛАЗ при испытаниях на сухое тепло

Uсс — источник питающего напряжения 5 В; GI — источник 
постоянного напряжения 3 В; G2 — источник постоянного тока;
1OL — выходной ток низкого уровня, для микросхем типов 

К155ЛА2, К155ЛАЗ равный 16 мА;
PU — измеритель постоянного напряжения.

Х\—Хп — входы микросхемы; Yx—Yn выходы микросхемы.
Выходной ток низкого уровня устанавливают го измерителю 

постоянного тока перед началом испытаний.
При периодическом контроле параметров в процессе испытаний 

микросхему отключают от схемы задания электрического режима 
и подключают к схеме измерения соответствующего параметра.

Черт. 22

До начала испытаний и после каждого вида испытаний 
микросхемы осматривают и измеряют электрические пара­
метры, указанные в та бл. 5 для этих видов испытаний.

4.5.2. Испытания на сухое тепло проводят по СТ СЭВ...* 
при температуре 343 К (70°С).

Время восстановления условий испытаний в камере и 
достижения микросхемами температурного равновесия — не 
более 15 мин. Время выдержки микросхем в камере при 
температуре 343 К (70°С) до измерения параметров равно 
30 мин.

Схемы подачи электрического режима во время выдерж­
ки микросхем в камере приведены на черт. 22, 23; электри-

* См. нсрмаиконное приложение 1
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ческий режим при измерении параметров указан в табл. 
6— 8.

В процессе испытаний в камере тепла измеряются пара­
метры, указанные в табл. 5. Затем микросхемы извлекают 
из камеры и после выдержки в нормальных климатических 
условиях в течение времени, указанного в п. 4.1, производят 
внешний осмотр и измерение параметров.

Схема задания электрического режима на микросхемы типа 
К155ТМ2 при испытании на надежность, сухое тепло

V — источник питающего напряжения 5,25 В; G1 — источник 
входного испытательного напряжения прямоугольной формы, частота 
0,05-^253 кГц, амплитуда от 3 дэ 4 В, скважность 2, дтительность 
фронта и среза не более 150 нс; G2 — источник постоянного напряже­
ния 3 В; R1—R4 — резисторы 5,6 кОм±5%; R5—R8 — резисторы 
110 Ом±5%; VD1—VD16 — полупроводниковые диоды.

Частота следования и» пульсов, обеспечиваемая имеющимся 
испытательным оборудованием, при испытаниях может быть любая в 
указанном диапазоне

Черт. 23

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
параметры, измеренные в процессе и после испытаний, бу­
дут соответствовать нормам, установленным в табл. 6—8 
для этого вида испытаний, и внешний вид микросхем будет 
соответствовать требованиям настоящего стандарта.
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4.5.3. Испытания на воздействие холода проводят по 
СТ СЭВ . . .  * при температуре 263 К (—10°С) без элект­
рической нагрузки.

Время восстановления условий испытания в камере и до­
стижения микросхемами температурного равновесия 15 мин.

Время выдержки микросхем в камере при температуре 
—10°С (до измерения параметров) равно 30 мин. После вы­
держки в камере проводят измерение электрических пара­
метров в соответствии с табл. 5 в режимах, указанных в 
табл. 6—8. Затем микросхемы извлекают из камеры и после 
выдержки в нормальных климатических условиях в тече­
ние времени, указанного в п. 4.1, проводят внешний осмотр 
и измерение параметров.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
параметры, измеренные в процессе и после испытаний, бу­
дут соответствовать нормам, установленным для этого вида 
испытаний в табл. 6—8, и внешний вид микросхем будет 
соответствовать тробованиям настоящего стандарта.

4.5.4. Испытания на смену температур проводят по 
СТ СЭВ . . .  * без электрической нагрузки.

Температура в камере тепла должна быть доведена до 
343 К (70°С), в камере холода до 223 К (—50°С).

Число циклов — 3.
Время выдержки микросхем в камере — 30 мин.
Время переноса микросхем из камеры в камеру — не ме­

нее 2 и не более 3 мин.
Время выдержки в нормальных климатических условиях 

перед измерением электрических параметров—в соответст­
вии с п. 4.1.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
после испытаний электрические параметры, установленные 
для этого вида испытаний, соответствуют нормам приемо­
сдаточных испытаний (табл. 6—8), и внешний вид соответ­
ствует требованиям настоящего стандарта.

4.5.5. Испытания на влажное тепло (постоянный режим) 
проводят по СТ СЭВ . . . *.

Испытания проводят при температуре 312±2 К (39±2°С) и 
относительной влажности воздуха93+|% без конденсации 
влаги.

Время выдержки микросхем в камере —96 ч без элект­
рической нагрузки.

Время выдержки после пребывания в камере — в соот­
ветствии с п. 4.1.

* См. информааиснное приложение 1.



-5 9  — СТ СЭВ SOS— 77

Электрические параметры измеряют до и после проведе­
ния испытаний.

Состав измеряемых параметров указан в табл. 5 для 
данного вида испытаний.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если:
маркировка осталась разборчивой;
при внешнем осмотре не наблюдается нарушений конст­

рукции, повреждений защитных покрытий и коррозий на 
металлических деталях микросхем, которые могут привести 
к потере работоспособности или ограничить срок службы 
микросхем, электрические параметры будут соответствовать 
нормам, установленным в табл. 6—8 при температуре 298± 
±5 К (25±5°С).

4.5.6. Испытания на повышенное атмосферное давление 
проводят в барокамере, давление в которой повышают до 
297 200 Па ,и микросхемы выдерживают без электрической 
нагрузки в течение 15 мин, затем давление понижают до 
нормального, микросхемы извлекают из камеры.

До и после испытания проводят внешний осмотр микро­
схем и измерение электрических параметров, указанных в 
табл. 5 для данного вида испытаний.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
после испытания электрические параметры соответствуют 
нормам приемо-сдаточных испытаний (табл. 6—8). и внеш­
ний вид соответствует требованиям настоящего стандарта.

4.5.7. Испытания на пониженное атмосферное давление 
проводят по СТ СЭВ . . . *.

Время выдержки микросхем в барокамере при давлении 
660 Па без электрической нагрузки— 15 мин. По истечении 
этого времени без повышения давления проводят проверку 
электрических параметров, указанных в табл. 5, на соответст­
вие нормам периодических испытаний при температуре 343 К 
(70°С) (табл. 6—8).

До и после испытаний проводят внешний осмотр и изме­
рение электрических параметров, указанных в табл. 5, на 
соответствие нормам приемо-сдаточных испытаний (табл. 
6— 8) .

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
внешний вид и электрические параметры в процессе и после 
испытаний соответствуют требованиям настоящего стандар­
та.

4.6. П р ов е р к а  на с о о т в е т с т в и е  д о п о л ни ­
тельным т р е б о в а н и я м  поп. 2.5.1

* См. информационное приложение 1.
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4.6.1. Методы и режимы испытаний изложены: 
на удар в п. 4.4.3;
на пребывание при температуре 223 К (—50°С) в п. 4.5.4; 
на повышенное атмосферное давление в п. 4.5.6; 
на пониженное атмосферное давление в п. 4.5.7.
4.7. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и ­

я м к н а д е ж н о е т и

Схема задания электрического режима на микросхемы типов 
К155ЛА2, К155ЛАЗ при испытании на надежность

UCc — источник питающего напряжения ^ £ С~5,25 В; G1 — источ­
ник входного напряжения прямоугольной формы, частота 0,05-г250 кГц 
положительной полярности, амплитуда от 3 до 4 В, скважность 2, дли­
тельность фронта и среза не более 150 нс; G2 — источник постоянного 
напряжения U, = 4 В; G3 — источник постоя иного напряжения £/2 = 3 В.

Gl, G2, G3 могут быть общими для всех одновременно испытываемых 
микросхем;

Х\—Хп— один из входов каждой части микросхемы; Х п+г—Хт — 
остальные входы каждой части микросхемы: У[—У п — выходы микросхе­
мы; R1 —резистор 5,6кОм±5%; R2— резистор 110 Ом±5%; VD1—VD4,
полупровод н ик с вые а и эды

Частота следования импульсов, обеспечиваемая имеющимся оборудо­
ванием, может быть любая в указанном диапазоне.

При периодическом контроле параметров в процессе испытаний мик­
росхему отключают от схемы задания электрического режима и подклю­
чают к схеме измерения соответствующего параметра.

Черт. 24

4.7.1. Надежность микросхем проверяют длительными 
испытаниями под электрической нагрузкой при температуре 
343 К (70°С) в течение 500 ч.
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Схемы подачи электрического режима при испытаниях 
приведены на черт. 23, 24.

Минимальная величина выборки — 50 шт.
Электрические параметры, проверяемые до, в процессе 

и после испытаний, указаны в табл. 5.
Измерение электрических параметров производят перед 

началом и после испытаний в нормальных условиях, а так­
же в начале испытания и по истечении 100, 250, 500 ч при 
температуре 343 К (70°С). Время выдержки в нормальных 
условиях перед измерением параметров не менее 2 ч.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
электрические параметры находятся в пределах норм прие­
мо-сдаточных испытаний (табл. 6—8).

Интенсивность отказов, рассчитанная по формуле п. 4.7.1 
СТ СЭВ 299—76, не должна превышать величины, указан­
ной в п. 2.6.1.

4.8. Проверка  на соответствие  требован и­
ям к маркировке

4.8.1. Качество маркировки проверяют по п. 2.7.1 внеш­
ним осмотром в соответствии с п. 4.2.2.

Прочность маркировки проверяют по п. 2.7.2 путем трех­
кратной протирки хлопчатобумажной тканью, увлажненной 
водой, с нажимом 2,45 Н.

Микросхемы считают выдержавшими испытания, если 
маркировка останется разборчивой.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортире вание и хранение микросхем — в соот­
ветствии с п. 5.1 СТ СЭВ 299—76.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Запрещается подведение каких-либо электрических 
сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к выводам 
микросхем, не используемым согласно принципиальной элек­
трической схеме.

6.2. При ремонте аппаратуры замену микросхем необхо­
димо производить при отключенных источниках питания.

6.3. Крепление микросхем к печатной плате в аппарату­
ре производится методом припайки выводов. Расстояние от 
основания корпуса до места пайки должно быть не менее 
1,5 мм.

6.4. При монтаже аппаратуры необходимо руководство­
ваться черт. 1.
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6.5. После монтажа микросхемы должны быть защище­
ны от непосредственного воздействия влаги.

6.6. С целью повышения надежности рекомендуется при­
нимать меры, обеспечивающие минимальную температуру 
нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия клима­
тических факторов.

Такими мерами являются:
обеспечение работы микросхем в номинальных электри­

ческих и температурных режимах;
улучшение вентиляции, рациональное размещение мик­

росхем в блоках, применение теплоотводящих панелей и эк­
ранов, заливка компаундами.

6.7. При работе с микросхемами необходимо предусмат­
ривать меры защиты от воздействия статического элект­
ричества.

6.8. При определении потребителем на входном контроле 
соответствия микросхем нормам стандарта испытания долж­
ны проводиться в режимах и по методикам, указанным в 
настоящем стандарте.

На входном контроле у потребителей микросхемы не дол­
жны подвергаться испытаниям на устойчивость к смене тем­
ператур, ударной тряске, удару и другим испытаниям.

6.9. Значения нагрузочной способности микросхем приве­
дены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

М икр о схе м ы — нагр узки  (одиночные вхо ды )—N
У п равляю щ ая

микросхема К155Л А 2,
К155ЛАЗ

Вход уста новки  1, 
вход синхронизации, 
вход D (К155ТМ 2)

Вход уста новки  
С (K I5 5 T M 2 )

К155ЛА2
К155ЛАЗ 10 5 3
К155ТМ2

6.10. Микросхемы должны использоваться в облегченных 
условиях и режимах работы по сравнению с предельно до­
пустимыми. Работа микросхем в предельно допустимых ус­
ловиях и режимах должна быть исключена как в процессе 
изготовления, настройки, испытаний аппаратуры, так и в 
процессе ее эксплуатации.

6.11. Недопустим отбор микросхем по каким-либо пара­
метрам и характеристикам с целью применения только лучших 
по параметрам образцов.
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6.12. Значения напряжений UiH >2 В и <о,8 В га­
рантируются совокупностью параметров Uoh S»2,4 В,U o i<  
<0,4 В и величиной помехоустойчивости не менее 0,4 В.

6.13. Свободные входы микросхемы, не используемые 
согласно электрической схеме аппаратуры, должны быть 
подключены к источнику напряжения 5 В ±5% через резис­
тор с сопротивлением не менее 1 кОм. Одновременно под­
ключается до 20 входов.

Если допускается увеличение значений динамических па­
раметров, обеспечивается отсутствие наводок на свобод­
ные входы, которые могут снизить помехоустойчивость, и 
исключаются случайные электрические воздействия на эти вы­
воды, то допускается свободные входы оставлять незадейст­
вованными.

6.14. При монтаже микросхем в аппаратуру усилие в на­
правлении оси вывода не должно превышать 1 Н на один вы­
вод и 5 Н на группу выводов.

Допустимое количество изгибов выводов в соответствии с 
черт. 1 не должно превышать 2.

6.15. Микросхемы в блоках аппаратуры покрывают вла­
гозащитными лаками, обеспечивающими лучшую работос­
пособность микросхем в условиях повышенной влажности.

6.16. Для микросхем типа К155ТМ2 гарантируется рабо­
тоспособность на тактовой частоте до 15 МГц включительно.

6.17. В процессе эксплуатации допускается воздействие 
следующих механических факторов:

синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 10 до 
2000 Гц при максимальном ускорении 98 м/с2;

ускорение (постоянный режим) 490 м/с2.

Конец
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

До утверждения соответствующих стандартов СЭВ требования 
п. 1.1 выполняются по PC 4503—74:
п. 2.1.1
пп. 3.3.2, 3.4.1, 3.5.3
п. 4.1 »
п. 4.2.5 >

п. 4.3.1 »

п. 4.4.2 »
п. 4.4.3
п. 4.5-2 »
п. 4.5.3
п. 4.5.4
и. 4,5.5
п. 4.5.7 >

по PC 4826-75; 
по PC 4239—73, табл. 2а, б; 
по PC 4471—74;
по PC 4464—74, методы 9031.1,

9032.1;
по PC 4506-74, PC 4( 7 3—73, 

PC 4 509—7 4, PC 45C8-74,
PC 4 5 К —7 4; 

no PC 44 37—74; 
no PC 4 4 66—74; 
no PC 4225—72; 
no PC 4224—72 ; 
no PC 4223-73; 
no PC 4217—73; 
no PC 4222—73.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Микросхема типа К155ЛА2 
Схема электрическая принципиальная

у= хгх2-х3-х¥-х5-х6-х7-хв

Вывод Назначение

1 Вход Хг

2 Вход
3 Вход Хъ

4 Вход
5 Вход Хъ

6 Вход XQ

7 Общий
8 Выход У

9 —

10

И Вход Х7

12 Вход Хв

13 —

14 Питание Ucc

Функциональная схема и выполняемые 
лшические функции указаны для положительной 

логики 
Черт. 25



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Микросхема типа К155ЛАЗ 
Схема электрическая принципиальная

Функциональная схема и выполняемые 
логические функции указаны для положительной 

логики
Черт. 26

Вывод Назначение

1 Вход Хх

2 Вход Х2
3 Выход Yx

4 Вход Х3

5 Вход Xi

6 Выход У2

7 Общий
8 Выход Ys

9 Вход Х*>

10 Вход Х&

И Выход Yi

12 Вход Х1

13 Вход Х8

14 Питание Ucc

9
О
S

£
1

77



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Микросхема типа К155ТМ2 
Схема электрическая принципиальная

Вывод Назначение
1 ' Вход установки „0“ X4
2 Вход D— X2

3 Вход синхронизации Х3

4 Вход установки „1“ Хх

5 Выход Q—
6 Выход <?-Тз
7 Общий
8 Выход Q~Vi

9 Выход 0-Уз
10 Вход установки п\* Хъ

11 Вход синхронизации Х%

12 Вход D— Х7

13 Вход установки „0й Х$

14 Питание Ucc
Время до прихода 

синхроимпульса
Время после прихода 

синхроимпульса
*я+1*п

Вход D Q <?
0 0 1
1 1 0

11
—

SO
S



С Т СЭВ 505— 77 —  68 —

ИНФОРМА ЦИОНИОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Зависимости U ql* IOS* ^/L* Ь н ш *PHL*
*PHL* tpLH и  5 для микросхем КД55ЛА2 приведены на черт. 25-

27, 29 — 34.
2. Зависимости Vоц* U()L* ^OS» ^I L > hff* *PHL» tpB L

tPLa~f(Ĉ B̂ * 1 C C L* lccu для микросхем К155ЛАЗ приведены на» 
черт. 25—27, 29—36.

3. Зависимости ^оя* ^OL* ^os* ^ s se ^W* *PHL> tpLH
*PHL> *p lh^ ^ z h ) Дли микросхем K155TM2 приведены на черт. 25—28,
37—40.

4. Ожидаемая интенсивность отказов при эксплуатации в ЭВМ 
МО-7 1/ч.

5. Типовое значение тактовой частоты для микросхем К1Е5ТМ2 
20 МГц.

6 Тй повые значения динамических параметров:
время задержки распространения сигнала при включении tp ^ t, * нс: 

К155ЛА2 11;
К155ЛАЗ 7 ;

К155ТМ2 20;
время задержки распространения сигнала при выключении нс:

К155ЛА2 13;
К155ЛАЗ 12;
K1S5TM2 15.

График зависимости U од =/(/°С) для микросхем 
типов К155ЛА2, К! 55 Л АЗ, К155ТМ2

-10 О 10 20 30 ЧО 50 60 10 t, °С

и с с =  5,5 5 В; U jL =  0,40 В; JV-10 
Черт. 28
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График зависимости U =f(t°С) для микросхем
типов К155ЛА2, К155 Л АЗ, К155ТМ2

{/сс=5,25 В; UlH = М 0 В; 10 
Черт. 29

График зависимости I os f ( f С) для микросхем 
типов К155ЛА2, К155ЛАЗ, К155ТМ2 

при Uc c *= 5,25

Черт. 30
График зависимости лля микРосхем

типа К155ТМ2 при UCC =5>25

—  293К <Лт 20°С) 

— 3 b 3 K (t-7 0 4 )

Черт. 31
о
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График зависимости I IL =f(t°С) для микросхем 
типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

U сс =5,25 В; UIL =0 ,40 В 
Черт. 22

График зависимости Uh —f(t°С) для микросхем 
типов К155ЛА2, К155ЛАЗ

График зависимости tpHL=f(t°С) для 
микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ 
при и сс =5,0 В, с 2я  =15 пФ, N=10
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График зависимости t для 
микросхем типов К155ЛА2, К155ЛАЗ 
при и сс—Ьу0 В, С2// =15 пФ, N=10

График зависимости l ) ^ля микР°схем типов
К155ЛА2, К155ЛАЗ при U сс =5,0 В, N=10, г=293К(20°С)

График зависимости tPLIi-=f(C^H ) Для микросхем типов 
К155ЛА2, К155ЛАЗ при U сс =5,0 В, А—10, ?=293К(2(РС)
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График зависимости I cci  для
микросхем типа К155ЛАЗ при Uсс =5,25 В

График зависимости I ссн —f ( f С) для 
микросхем типа К155ЛАЗ при Ucc =5,25 В

1ссн ,м &  
_____ 1

-  £

-  3

- %

, 1

1

/

-10 0 10 20 J0 40 50 60 t ,°C

Черт. £9



— 73 — СТ СЭВ 505— 77

График зависимости t PHL— f(t°C) для 
микросхем типа К155ТМ2 при U сс =5,0 В, 

N = 10, С2Я =15 пФ

tpHL
50

45*

W

35

30

-10 О 10 20 30 W 50 60 t,°C

Черт. 40

График зависимости t PLH~ f( t°С) для 
микросхем типа К155ТМ2 при Uс с ~ 5,0 В, 

N =  10, С2Я —15 пФ

Черт. 41
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График зависимости tPHL — для микросхем
типа К155ТМ2 при £/сс = 5,0 В, N=10, 1=293К(20°С)

О 30 90 150 210 270 С1Н) П<Р

Черт. 42

График зависимости tPLH= f (CSfJ) для микросхем 
типа К155ТМ2 при £/Сс = 5,0 В, N=10, *=293К(20°С)

Черт. 43
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ИНФ ОРМ АЦ ИОННЫ Е ДАННЫ Е

1 Автор — делегация СССР в Постоянной Комиссии по радиотехни­
ческой и этектронной промышленности

2 Тема — 18 820 01^74
3 Стандарт СЭВ утвержден на 41 м заседании ПКС
4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны —члены СЭВ

Срок начата применения 
стандарта СЭВ в договорно 

правовых отношениях по 
экономическому и научно 
техническому сотрудничеству

Срок начала применения 
стандарта СЭВ в народном 

хозяйстве

НРБ Январь 1979 г Январь 1981 г
ВНР Январь 1930 г —

ГДР
Реет блика Куба

МНР
ПНР Январь 1979 г Январь 1979 г
СРР Июль 1979 г —

СССР Январь 1978 г Июль 1979 г
ЧССР — —

5 Срок первой проверки — 1983 г , периодичность проверки—5 лет
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